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1.はじめに シリコンウェーハなどの半導体製造における各工程の洗浄には、超純水が用いられ

る。近年、半導体の回路線幅の微細化、高集積化に伴い、洗浄水中の不純物による影響もますま

す大きくなっており、超純水の水質のさらなる高純度化が求められている。超純水中に含まれる

不純物として、例えば金属イオンなどの不純物濃度は sub-ng L-1レベルで管理されている。ウェー

ハに影響を与えない超純水を目標とする研究において、これまでユースポイント直近のポリッシ

ングには主にイオン交換フィルター（IEF）が用いられ、その高性能化や高清浄化の開発が行われ

てきた。しかし、性能劣化や突発的な不純物の吐き出しなどの問題があり、IEF に代わる新たな

技術が必要であると考えた。本研究では、ポリスチレンスルホン酸（以下 PSA）と金属イオンの

吸着作用に着目した。超純水中に極微量の PSA を注入すれば、PSA と各金属イオンが反応し、ウ

ェーハ上への金属付着を抑制するのではないかという仮説を立て、その検討を行った。その詳細

について報告する。 

2.実験使用材料および方法 【2.1 ポリスチレンスルホン酸（PSA）】 PSA は主にカチオン交換

樹脂の交換基（スルホ基）である。【2.2 金属付着実験】6 インチのシリコンウェーハを FPM(フッ

化水素酸 2 %、過酸化水素 2 %の混合溶液)と HPM(塩酸 4  %、過酸化水素 4 %の混合溶液)で前処

理洗浄した。標準条件として、各種金属濃度 10 ng L-1の超純水 0.5 L min-1に PSA を PSA 濃度 30 µg 

L-1となるように注入し、これを洗浄槽にオーバーフロー状態で供給し、ウェーハを 1 hr 浸漬させ

た。その後、ウェーハはクリーンベンチで 2 hr 以上静置して乾燥させてから、ウェーハ上の金属

付着濃度を PSA 注入の有無で比較した。【2.3 評価方法】ウェーハ表面の金属濃度は、VPD(気相分

解)+ICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析)法を用いた。 

3. 結果 標準条件における結果を Fig. 1 に示した。PSA を

添加すると、ほぼ全金属種でウェーハ上への金属付着量が

低下する傾向が認められた。特に二価以上の金属では、ウ

ェーハへの金属付着抑制率は 95 %以上であった。一価元素

Na、K は他金属に比べて金属付着抑制効果は低く、K は約

9 %、Na については約 60 %の金属付着抑制率が得られた。 

二価のイオンが一価に比べ選択性が高いことが分かった。  

4.まとめ 超純水中の金属イオンは PSA と反応し、ウェーハ上へ吸着しにくくなることが分かっ

た。極微量の PSA を添加した超純水は金属付着抑制機能を持った新たな「機能水」と考えられる。

本技術は、超純水中に微量含まれる金属イオンのウェーハ上への付着を抑制する方法として適用

できる可能性がある。 
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